Technische Information / Technical Information

Lichtgeziindeter Netz Thyristor
mit integriertem. Uberspannungsschutz

Phase Control Thyristor, light triggered
with integrated overvoltage protection

T 2563 N 75 TOH

Vorlaufige Daten / Provisional Data

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Hochstzulassige Werte / Maximum rated values

Periodische Ruckwarts-Spitzensperrspannung 1§ = -40°C ... tymax VRrRM 7500 | V
repetitive peak reverse voltage
Durchlastrom-Grenzeffektivwert ItRMsM 5600 | A
RMS forward current
Dauergrenzstrom tc = 85°C, f=50Hz Iravm 2560 | A
mean forward current tc = 60°C, f = 50Hz 3570 | A
StoR3strom-Grenzwert ty=25°C, tp = 10ms Irsm 63 | kA
surge forward current 1 = timas tp = 10ms 56 | kA
Grenzlastintegral ty= 25°C, tp = 10ms I’t 19,8- 10° | A%s
IPt-value = timax tp = 10ms 15.7. 10° | A%
Kritische Stromsteilheit, periodisch DIN [EC 747-6 (di/dt)q 300 | Alus
critical rate of rise of on-state current, periodical Vo £ Veo, f = 50Hz, PL = 40mW,
tise = 0,5us
Kritische Stromsteilheit, nicht-periodisch DIN [EC 747-6 (di/dt)qr 1000 | Alus
critical rate of rise of on-state current, non-periodical Vo £ Veo, PL= 40mW, tise = 0,518
Kritische Spannungssteilheit £ = tyj max, Vom = 5KV (dv/dt)e 2000 | Vips
critical rate of rise of off-state current
Charakteristische Werte / Characteristic values
Schutziindspannung (statisch) 6= 0°C ... timax Vgo min. 7500 \%
protective break over voltage
Durchlaspannung 1 = tymax, it = BKA typ. max.
on-state voltage Vr 2,75 2,95 \%
Schleusenspannung / threshold voltage £ = tyj max P ma.
Ersatzwiderstand / slope resistance Vio 1.23 1,28 v
rr 0,253 0,278 mw
DurchlafRrechenkennlinie 1y =t max P max.
on-state characteristics for calculations A -0,00607 -0,00503
V; = A+Boi; +Coln(i; +1) +Dxfi; B 0,000181 0,000187
C 0,162 0,160
D 0,00342 0,00570
erforderliche Ziindlichtleistung ty= 25°C, vp = 50V Pim max. 40 | mW

required gate trigger light power
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Technische Information / Technical Information

Lichtgeziindeter Netz Thyristor

mit integriertem. Uberspannungsschutz T 2563 N 75 TO H

Phase Control Thyristor, light triggered

with integrated overvoltage protection Vorlaufige Daten / Provisional Data

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Charakteristische Werte / Characteristic values

Haltestrom tj=25°C In max. 100 | mA
holding current
Einraststrom tj=25°C, vp = 50V, I max. 100 | mA
latching current Pun = 40mW, tan = 0,515
Vorwarts- und Rickwarts-Sperrstrom 1 = tyj max ip, ir max. 900 | mA
forward off-state and reverse currents Vo = Vr = 7500V
Zundverzug Vo = 1000V, ty = 25°C, tgd typ. 5| us
gate controlled delay time Puv=40mW, tan = 0.5us
Freiwerdezeit b = by max, i = fravm tq typ. 550 | us
circuit commutated turn-off time Ve = 100V, vom = 0,67>or

dvp/dt = 20V/ps, -dir/dt = 10A/us

4. Kennbuchstabe / 4" letter O
Sperrverzégerungsladung £ = tjmax Q: max. 19 | mAs
recovered charge It = 4000A, di/dt = 10A/us

VR = 0,5%rrM, VR = 0,8/ RrM
Ruckstromspitze £ = tyj max Irm max. 400 | A

v = 4000A, di/dt = 10A/us

peak reverse recovery current
Vg = 0,5%rrM, VRV = 0,8%RrM
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Lichtgeziindeter Netz Thyristor
mit integriertem. Uberspannungsschutz

Phase Control Thyristor, light triggered T 2563 N 75 TO H N %

with integrated overvoltage protection Vorlaufige Daten / Provisional Data

Thermische Eigenschaften / Thermal properties

Innerer Warmewiderstand Kihiflache / cooling surface Rinsc

thermal resistance, junction to case beidseitig / two-sided, Q = 180%sin 0,0046 | °C/W
beidseitig / two sided, DC 0,0043 °C/W

Ubergangs-Warmewiderstand Kihifiache / cooling surface Rinck 0,0010 | °C/W

thermal resistance, case to heatsink beidseitig / two-sided

Hochstzulassige Sperrschichttemperatur tyj max +120 | °C

max. junction temperature

Betriebstemperatur te op 0..4120| °C
operating temperature

Lagertemperatur tag -40..+150 | °C
storage temperatu re

Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Gehause, siehe Anlage Seite 4
case, see appendix

Si-Element mit Druckkontakt, Lichtziindung Silizium Tablette 119TN8O
Si-pellet with pressure contact, ligt triggered silicon wafer

Anprekraft F 90...130 | kN
clampig force

Gewicht G typ. 4000 | g
weight

Kriechstrecke 33 [ mm

creepage distance

Feuchteklasse DIN 40040 c
humidity classification

Schwingfestigkeit f=50Hz 50 | m/s®

vibration resistance

Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbidung mit den zugehérigen technischen Erlauterungen.
This technical Information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.
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Lichtgeziindeter Netz Thyristor

mit integriertem. Uberspannungsschutz T 2563 N 75 TO H

Phase Control Thyristor, light triggered
with integrated overvoltage protection Vorlaufige Daten / Provisional Data
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Kriechstrecke : 49mm O_BLI_O
Anpresskraft: 90 - 130 kN A = K
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Lichtgeziindeter Netz Thyristor
mit integriertem. Uberspannungsschutz

Phase Control Thyristor, light triggered T 2563 N 75 TO H N 4%’%

with integrated overvoltage protection Vorlaufige Daten / Provisional Data

DurchlaBBkennlinien it=f (vr)
Limiting and typical on-state characteristic

t,; = 120°C
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Lichtgeziindeter Netz Thyristor
mit integriertem. Uberspannungsschutz

Phase Control Thyristor, light triggered T 2563 N 75 TO H N 4%’%

with integrated overvoltage protection Vorlaufige Daten / Provisional Data

Sperrverzégerungsladung Q, =f (- di/dt)
recovered charge

Nebenbedingungen:  t,; = 120°C, Itm = 4000A, Vg = 0,5¥grm, Vrm = 0,8%ggru
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